
Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості
Державний реєстраційний номер: 0114U001970

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-06-2014

II. Підстава для проведення робіт
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрям фінансування:  2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами ()

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

У тому числі по роках:
2014 47.284 тис. грн.

Загальний обсяг фінансування: 47.284 тис. грн.

III. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук
України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380442346674, 380442262347, 380442396594, 380442343243

IV. Відомості про виконавця ДіР



Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики
напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: пр. Науки, 41, м. Київ, Київська обл., 03028, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Нацiональна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380445254020

V. Відомості про співвиконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Закрите акціонерне
товариство "Науково-виробничий концерн "Наука"

Код за ЄДРПОУ: 25594064

Місцезнаходження: , м. Київ, Київ, 03148, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Держадміністрація

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 246-38-16

VI. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Розроблення технологій виробництва гетероепітаксіальних квантоворозмірних світлодіодних структур на
основі InGaN/GaN/Al2O3 методом газофазної епітаксії з металоорганічних сполук з енергетичною
ефективністю більш як 80 Лм/Вт

Назва роботи англійською:
Development of technology for heteroepitaxial InGaN/GaN/Al2O3 LED structures by the method of gas-cycle
epitaxy

Мета роботи українською:
Основною метою роботи в 2014 році є розробка методології керованого формування перехідних шарів,
гетерних областей, низькоомних контактів і покращення узгодження параметрів граток при іонно-
променевій акусто-стимульованій імплантації сполук на основі нітридів.

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Енергетика та енергоефективність

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:



Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Технології

Галузь застосування: світлотехніка

Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Бєляєв Олександр Євгенович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: професор, акад.

Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Розроблення технологій виробництва гетероепітаксіальних квантоворозмірних
світлодіодних структур на основі InGaN/GaN/Al2O3 методом газофазної епітаксії з металоорганічних сполук
з енергетичною ефективністю більш як 80 Лм/Вт

Початок етапу: 01.2014

Закінчення етапу: 03.2014

Вид звітного документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ
Індекс УДК: 621.38.01, 621.382

Коди тематичних рубрик: 47.03

IX. Заключні відомості
Керівник юридичної особи  

Бєляєв Олександр Євгенович
д. ф.-м. н., 01.04.10

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 

Телефон  

Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

Юрченко Т.А. 


